Clasificacion de memorias

( MEMORIAS |

| |
g
X MAGNETICAS ) OPTICAS

T

Discos

Cintas

[SEMICDNDUCTDRASJ

Acceso secuencial

Acceso aleatorio

-Serne

-EDORAM

Registros de Disp. acoplados || LIFO De lectura De sdlo
desplazamiento | | por carga (CCD) || FIFO y escritura lectura
SRAM DRAM FLASH ROM | |PROM | |EPROM| | EEPROM
-Dual-Port VRAM




Caracteristicas de las memorias semiconductoras de acceso aleatorio

Capacidad y organizacion
N® palabras x bits/palabra

Tiempo de acceso

SRAM, DRAM, FLASH: reescritura

Escritura / reprogram acion ROM: programada en fabrica

PROM: programacion una Unica vez

EPROM: programacion varias veces fuera del
equipo final (mediante luz UV)

EEPROM: programacion en el equipo final

Densidad

Volatilidad
ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH: no volatiles

Consumo SRAM, DRAM: volatiles
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Organizacion y capacidad de una memoria

Bus de direcciona gl\

i B

(n ineas)
,/ MEMORIA < Bus de datos >

.

Bus de control -

N® de palabras: 27
Crganizacion: 2" x m bits
Bits/palabra: m




Estructura interna de una memoria RAM estatica

Decod.

MATRIZ DE CELDAS

4.096 bits

Din

117113

VY

Control E/S

Dout

ADBA

ULH

DO
D1

D3




Ciclos de lectura (Memoria RAM estatica CY7C148)

Read Cycle No.1 [10.11]

ADDRESS
tan
toH —-l
DATA QUT PREVIOUS DATA VALID DATA VALID
Ci48-6
p—
Read Cycle No. 2 10,12
- tre
CS _\‘
i tacs
I ts '[ — 1117 —-I G
HIGH IMPEDANCE IMPEDAMCE
DATA OUT DATA VALID )—
Ve ICC
SUPFLY 509, 50%
CURRENT ISB
Notes: CA48-T

10. WE is HIGH for read cycle. L
11. Device is continuously selected, CS =V .
12. Address valid prior to or coincident with CS transition LOW.



Ciclos de escritura (Memoria RAM estatica CY7C148)

Write Cycle No.1TWE Controlled)

ADDRESS

Las

i

oA

DATA 1IN *

DATA—IN WALID

pl— i e —1

E— o —ﬂ
HIGH IMPEDAMCE L’

ADDRESS X

DOATA OUT DATA UNDEFIMED ) 4
1448
Write Cycle Mn-IEECnntrgngd}IHZ
N byc
oy -
s
r ta i— bR
B bae E=
772 X AMUMININOINNNNNNNNNRY Zz7zz7772222227
b

DATA IN *

L0AT Agpg WALID

—

- bty —'III



Caracteristicas temporales de la memoria

Switching Characteristics Over the Operating Rangel?!

TC148-25 TC148-35 TC148-45
TC149-25 TC149-35 TC149-45
Farameter Description Min. I Max. Min. Max. Min. I Max. Uit
READ CYCLE
tre Address Valid to Address Do Mot Care Time 25 35 45 ns
(Read Cycle Time)
ta s Address Valid to Data Ouwt Valid Delay 25 35 45 ns
(Address Access Time)
tame Chip Select LOW to Data Out Valid {7148 only) 25" 35 45 ns
tacsz 3001 35 45 ns
tars Chip Select LOW to Data Out Valid {7C 149 only) 15 15 20 ns
T,_E[EJ Chip Select LOW to Data Out On TC148 & 10 10 ns
TC149 a3 5 ]
tzic Chip Select HIGH to Data Out Off 0 15 0 20 0 20 ns
tey Address Unknown to Data Out Unknown Time 0 L] 5 ns
ten Chip Selact HIGH to Power-Down Delay | 7148 20 30 an ns
teyu Chip Selact LOW to Power-Up Delay 7148 0 L] O ns
WRITE CYCLE
tagie Address Valid to Address Do Mot Care 25 35 45 ns
(Write Cycle Time)
tyyplT Write Enable LOW to Write Enable HIGH 20 30 35 ns
b Address Hold from Write End a o o ns
TWELE] Wirite Enable to Output in High £ 0 & LI & L) B ns
g Data in Valid to Write Enable HIGH 12 20 20 ns
toH Data Hold Time 0 0 O ns
tas Address Valid to Write Enable LOW 0 L] L) ns
teant ) Chip Select LOW to Write Enable HIGH 20 30 40 ns
'r{_;-.-,,--,.-mI Wirite Enable HIGH to Cutput in Low £ 0 L O ns
T Address YValid to End of Write 20 30 35 ns
Nates:
6. Chipdesdaectied greater than 25 ne priorn bo selschon.
7. Chipdesdecied less tThan 25 ns prior b selecion
8. ALamy given lemparalure and soltage condiion, gy = less tham b x for el devices. Transtion g measuned =500 mW from sbeady-atate voltage with speacified
loading in par (k) of AC Test Loads.
9. The infemal write tme of the memory (8 defimed by the overdap of T5 LOW and WE LOW. Both signals rust be LOW bo nltale a wite and sither signal can

Berrnansale & write by going high. The data input g2t-up and hold bming ahould be rederenced o e riging aedge of the sgnal hat brminabes e write.
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Dispositivos de Logica Programable (PLDs)

Entradas

Estructura general de un PLD

Funcion de
™ entrada

—

realimentacion

Matriz
AND

AN

Matriz
OR

—

Salidas
——t
Funcion de &=
salida | ___..
—]T

/

—N
—
~

ESTRUCTURA BASICA

Tipos:

PROM

PAL — GAL (SPLD)

CPLD

FPGA-PLA



Aplicaciones tipicas
e SPLDs

— Decodificacion
— Automatas

— Integracion de sistema SSI

e CPLDs
— Subsistemas de E/S, 1dgica de alta velocidad, periféricos, etc.
— Decodificacion mas compleja

— Integracion de varios SPLDs

* FPGASs

— Subsitemas digitales complejos (compresion de datos, encriptacion,
protocolos de comunicaciones, DSP)

— Circuitos con gran uso de registros

— Realizacion de prototipos para ASICs



Realizacion de una funcion logica con un PLD

"+' CONEXION FIJA

‘ CONEXION PROGRAMABLE

T 1T

F = A & B #* A’ & B
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Estructura de una una PAL

Légica

Entrada |

Entrada 2|

e e o
e e,
bt i salida
e e i

. Logica
Matriz [~ d¢
OR fija salida

A

Entrada 3 Matriz

programable

e

Entrada n [ =t

<o
*‘
|
{
I
] 5
—.—l."l % i 3
e p St e 5 4

salida




DEF

PAL (cB A8 YY c
PAL _. —l
CE para versiones CMOS
Namero de entradas
Estructura de salida
Namero de salidas
Consumo '
Velocidad
Encapsulado, gama, etc.
Letra(s) codigo(s) Estructura de salida
L Combinatoria activo bajo
H Combinatoria activo aito
R Registro "
RA Registro asincrono
b 4 Registro de O exclusivo
vV Versatil

414N
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Estructura de la macrocélula en una PAL22V10

PRL22V1A
st
—— I 1 a
’*g [:# i [ :
_____l»—{ 7] ZKE a
D) T o
s

[ /0x



ATMEL ATF750

Caracteristicas

— Superconjunto de 22V 10 -> compatible pin a pin.
— 42 entradas del array
— 20 términos de sumas
— Retardo maximo entrada-salida 7,5ns.
— 20 flip-flops
* Los 20 se realimentan directamente al array
* 10 son accesibles como salidas
* Configurables como Do T
* Reloj individual seleccionable como CLK del sistema o un producto.

* RESET asincrono individual como producto
* PRESET sincrono comun a todos
— Configuracion de E/S
* Los 22 pines pueden usarse como salidas
* 10 pueden ser entradas, salidas o bidireccionales

e Salida OE independiente para cada pin
* Hasta 171 productos disponibles en total



Configuracion de las E/S

(OE PRODUCT TERMS)
.‘
PROGRAMMABLE
12 N INTERCONNECT —"—J me 1 Loclc 0
INPUT AND OPTION{_fouTpPuT
PINS || COMBINATORIAL | "om s wom [ T{OPTION ¥ o
LOGIC ARRAY _,¢_>D FLIP-FLOPS)
(CLOCK PIN)
CR MUK
—\1 CKi = TO
-—_,/ oLk — 1o e | OGIC
CLOCK PIN | CELL
PRODUCT SELECT
TEREM
o [\ OE
H I\L
From From l//
Logl 1O Logic
Option Option




Configuracion de la salida (LOGIC OPTIONYS) para salida combinacional

Combined Terms Separate Terms
ey From O Pin T From O Pin
= o1 < Q
O] QO 1o T Q@ 1
I/O e
Pin B Pin
o Sip _r:T)r EIP
o T/D Qo o T/D Q0
= S ” .
— l»f:x AR B hﬁ:{x AR
B B,
. CKO — CKOD
" ARD " ARO
[ [y
vy SP ./ SP
| |
5 1 LLL N gy WY ¥ B ™ 1 ai
i e ) B
) 0 B MUX
_< CKA MUX AR _< e AR

|
— . AR1 — AR

.
WA




Configuracion de la salida (LOGIC OPTIONS) para salida registrada

Combined Terms Separate Terms
] From IO Pin o From 1O Pin
F Q1 g\ Q1
e Qo Qo
SP SP
l T I To T, I To
S /D Qo 1o /D Qo /o
| CK Pln CK > Pin
MUX MUX
3 U AR —j r U AR
— CKO CKO
—' ARO ) ARO
o SP o SP
? CK - CK ?"
cKA MUX AR CKA MUX AR
:\J AR1 Zﬁ AR1
- _—




Configuracion Entrada/Salida
 ENTRADA

INPUT | >

OE E
DATA j
£ : [

cC
e
ol —ole—
100K
[
ESD
PROTECTION
CIRCUIT PROGRAMMABLE <7
OPTION
Voo
[ )
o

PROGRAMMAELE
OFTICHN

- “Programable option™
para evitar ruidos en
entradas “al aire”

SALIDA (1/O)

— Bidireccional

— Senal OE discrimina E/S
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CPLDs

* SPLDs limitados tipicamente a 10-20 ecuaciones logicas.

e CPLDs
|.|l|:|-l E.----...-----...-----...-----....----....-----...-----..
: lobal
e infercann, Nile
: rratriz
NI
- Bloques de PLD

— Matriz de interconexiones entre ellas

— Dos niveles de programacion -> mucha mas flexibilidad



ATF1502

* (Caracteristicas
— 44 pines
— Retardo entrada-salida maximo 7,5ns

— 32 macrocélulas

* 5 productos por macrocélula, ampliables hasta 40.

* Configurable como registro Do T

* Senales de control del registro globales o individuales
* ENABLE global o individual de cada salida

* Programables como entradas, salidas o E/S (como ATF750), y colector abierto.

— Programacion ISP

— Tres pines de CLK globales disponibles
— Opcion de RESET en encendido

- EEPROM



..........................................................

Logic Block A
1%
S w Macrocalls
1t 18 18
VG P -
F YW Y

VO (MG32 JECLKS

INPUTAGCLKA

INPUIT/OE2RGCLKS

INPUT/GCLR

h J
GLOBAL
BUS
(INPUTS AND FEEDBAGKS BUS)

ik
31

OE1/INPUT



Estructura de la macroceélula

SWITCH REGIONAL
MATRIX FOLDBACK
QUTPUTS BUS

LOGKC

= 1 FM:I BACK CASIN T
40 GOl T MOE
= —
.

1] S T T

SEEEE

QOFEN COLLECTOR

L K d
... ‘\ CASOLIT [ MACROGELL REDUGEDPOWERBIT
ALOBALBUS



Lattice ispMACH 4A

e (Caracteristicas

Versiones 3,3V (M4A3-xxx) y 5V (M4AS5-xxx)
Alta velocidad: retardos 5 ns y 7,5 ns. Hasta 182 Mhz

Distintos tamafios: 44 a 388 pines, 32 a 512 macroceldas, 32 a 768
registros

Arquitectura flexible:

* Registros seleccionables D/T

e Modos sincrono/asincrono

Registros dedicados en las entradas.

Polaridad programable

Varias senales de reloj

Programable “en sistema”

Posibilidad de mezclar con dispositivos con otras tensiones de
alimentacion

Resistencias de pull-up programables en las entradas y E/S

Conectable “en caliente”



1ISpMACH 4A5 32/32

inl

.ul.

Caracteristicas del dispositivo .I
, jI.I

I

— Tensidon de alimentacidon 5V

— Velocidades entre 5y 12 ns

— Encapsulados

e PLCC de 44 pines (z6calo) 0 W W W N
| I O O O O
e TQFP en 44 y 48 pines (SMD) PLCC

— 2 Entradas dedicadas
— 32 E/S configurables

_HHHHAHHHHHH
o

HHHEAAHHAHHA
BEEEEREEEGEE

TQFP

R EEEEEEEEEEN



Clock/Input
Pins
Note 3

Dedicated
Input Pins

Estructura

Central Switch Matrix

PAL Block

(Generator

X

T

E [¥)]
Logic Logic |16 | Output/ | 16 | & 3
Array [ Allocator <1  Buried 3 [l O

y .
with XOR Macrocells ¢) | Note1 | Q

S_ =
Input =
Switch °1
Matrix <—.—I

/O
Pins

-

He
Pins

PAL Block

K

PAL Block

-~

H®]
Fins

* Dos bloques PAL para la M4A5-32/32 (cada una 16 pines E/S)

e |nterconexiones a través de la Matriz de conmutacion central



Estructura de un bloque PAL. Vision general

Array de productos -> 32 productos en el bloque PAL
Distribuidor 16gico

> Agrupa varios productos en “clusters” y los redirige a macroceldas

> Permiten hacer muchas funciones muy pequeias, o menos funciones mas grandes (con mas
productos) -> hasta 16 productos/macrocelda

Macroceldas

> Permite la configuracion combinacional/registro seleccionar distintos relojes, modo
sincrono/asincrono

Matriz de conmutacion de salidas

> Permite que cada celda pueda atacar a una de 8 celdas de E/S
Celdas E/S

~ Configurables como entradas, salidas. Incluye OutputEnable y realimentacion.
Matriz de conmutacion de entradas

- Enruta las entradas a la matriz central, permitiendo distintos caminos
Generador de reloj

> Dos entradas de reloj externas.

~ El reloj para cada bloque PAL se genera a partir de combinaciones de los dos relojes externos



CENTRAL SWITCH MATRIX

Bloque PAL

CLKOAO0  CLKO/M

INPUT
SWITCH
MATRIX

CLOCK
filvivivsvavivavivavivavavavavavavavavy ——
™ m\\
|
Lo
D _
H Mo e
s MO MACROCELL oo CELL
+— M1
M1 MACROCELL 01 Vo
o CELL
D |
L=
» ]
J M2 e
C2 o P—| MACROCELL « 02 CELL
i
| M3
C3 s P MACROCELL 2 o3 ol
T
: : _
D = |
w
I M4 e
C4 " MACROCELL g 04 CELL
T
-
+— MS O
C6 s "] MACROCELL 05 o_%_.
D I
L=
B ]
4 Mé e
C6 e MACROCELL o6 CELL
« = M7 1o
o7 MACROCELL
w7 o7 CELL
) |
D—=—09—
)
O i M8 e
C8 O e " | MACROCELL 08 CELL
—
+— M9
Co e MACROCELL 0 o)
L ]
s
> ]
J M10 e
C10 1110 P | MACROCELL 5 O10 CELL
i
] M11 £
— i e
C11 M11 MACROCELL =011
= CELL
> -
D = 1
M12 b e
-—
C12 41y " MACROCELL 7012 CELL
T
-
- M13 5
13 MACROCELL Vo
M13 013 CELL
D I
s
D l
ol M14
C14 1i1a " | MACROCELL 014 o_%r
L M15 1o
C15 = MACROCELL
M15 o135 CELL
- |
L= |
16

el

/01

/G2

/03

/04

s

/o6

/o7

/o8

/03

/010

/O 11

/012

/013

/014

/015



CLKO/10, CLK1/11

Bloque PAL 1

Bloque PAL 2

1/O8-1/015 l/O0-1/07
8 I 8
YO Cells IYO Cells
) A
8 o 8
o
QOutput Switch m Output Switch
Matrix m\\ o gl Matrix
\8 ) X 4/ 8 Y
V. o y.
i = 7
Macrocells Macrocells A
! 8 o % gy e y
i L
[3] | [§]
..W. m .W. .m
@3 66 X 98 ? g
3= AND Logic Array 3 =2
£ and Logic Allocator £
16 16
N B33 A
Y / ¥
Central Switch Matrix
A , A
I 33y ‘N
L6 Y 16 b
g 66 X 98 =
3 x AND Logic Array 3 X
0 { and Logic Allocator k=
M..M 5=
2 £
L L
i 8 O ma& O 8 A
P Macrocells Macrocells VH
8 8
m#/ + 4, 5 4, + maﬁ/

4 4 .._,.m 7 Y
A8 N o o\ 8N
Qutput Switch S QOutput Switch
Matrix O Matrix

=
) m )
8 = 8
Y © Y
I/O Cells IYO Cells
8 __ 8
l/O16-1/023 1/O24-1/031




* Array de productos pmm———

— Conexi0n de las entradas a un array AND

— Igual que en PAL

jf.l A 1.[1 Dy )

* Distribuidor logico

— Agrupa “clusters” de productos y los redirige a una macrocelda

— 4 productos por cluster (macrocelda correspondiente en modo sincrono) o
2 (en modo asincrono) + un producto extra, que puede afadirse al cluster o
controlar la polaridad de salida

— El cluster se puede redirigir a las 3 celdas contiguas => hasta 20 productos
por macrocelda

Basic Product
Term Cluster

/
e

o

L& ]

o

[ %]

3

0 Default 1 =

1 o)

|_
1
Extra 0 Default ‘-_E|- ‘._E|. (E :
Product — — b — — — — — — — — — & o E E I

Term ! a 2 2

1 o 1
— D+ -
1
1

I | Prog. Polarity |

a. Synchronous Mode

n



Configuraciones del cluster
3 > > >

a. Basic cluster with XOR b. Extended duster, active high c. Extended duster, active low

== > ==

d. Basic duster routed away; e. Extended duster routed away
single-product-term, active high

17466G-007
Figure 3. Logic Allocator Configurations: Synchronous M ode

l [~
D D> =) >—D>
—D

a. Basic cluster with XOR b. Extended duster, active high c. Extended duster, aclive low

=D D

—D

d. Basic duster routed away; e. Extended duster routed away
single-product-term, active high

17466G-008
Figure 4. Logic Allocator Configurations: Asynchronous Mode



Reset

F.’AL.-BIQCK D
Initialization I'\
Product Terms L/

Common PAL-block resource

______________________________________

Individual macrocell resources

X

SWAP

AP AR

‘rom Logic Allocator

Block CLKO
PAL I(:Zrlomk Block CLK1
~l10C Block CLK2

Generator
Block CLK3

D/T/L Q

)

a. Synchronous mode

— Configuracion biestable/combinacional

To Qutput and Input
Switch Matrices

17466G-009

— Biestable configurable como D por flanco o nivel o T por flanco (RS y JK

sintetizables). Flancos de subida o bajada seleccionables.

— Varias sefiales de reloj seleccionables

— Senales reset y preset desde pines o productos

— modos sincrono (relojes “externos”) o asincrono (reloj desde un producto)



Individual
Initialization
Product Term

From Logic
Allocator

From PAL-Block
Clock Generator

Individual Clock
Product Term

Power-Up Fower-Up
Resat Preset
PAL-Block _Dm— PAL-Block
Initialization Initialization
Product Terms —[}——— Product Terms —[7)
AP AR
DL Q

a. Power-up reset

17466G-012

Power-Up
Reset

R

——

To Output and Input

AP

Block CLKO

Block CLKA1

™
|

>

D/T/L

%

AR Switch Matrices
Q

b. Asynchronous mode

AP AR
DL Q
D

b. Power-up preset

Figure 7. Synchronous Mode Initialization Configurations

17466G-013

Individual
Reset
Product Term

r

Power-Up Power-Up
Regst Preset
Individual
Presst
Product Term
L
AP AR AP
DUT Q DILT
> N\
"4
a. Reset b. Presst
17466G-014

Figure 8. Asynchronous Mode Initialization Configurations
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Configuraciones mas tipicas de la macrocelda

11 t?

||||t?

AP AR
D Q

1] E?

D

a. D-type with XOR

AP AR

c. Latch with XOR

AF AR

S

e. T-type with programmable T polarity

””E?

AP AR

D Q F—

D

||||ER

b. D-type with programmable D polarity

AF AR

d. Latch with programmable D polarity

£D D

f. Combinatorial with XOR

g. Combinatorial with programmable polarity



Matriz de conmutacion de salidas

macrocells
A
MUX
110 cell

cada celda de E/S puede elegir
una de 8 macroceldas

Mo []—] 1voo
M1 [ |—] 1vo
M2 []|I—] 1voz
M3 [11lI—] 1103
M4 [] 1/O4
M5 [] I/O5
M6 [] 1/O6
M7 1/O7
Ms [] [11vos
Mo [] [1 1109
M10 [] [1 1010
M11 [] [11/011
Mi12 [] [11/012
M13 [] [11o13
M14 [] [11o14
M15 [] 111015

cada macrocelda puede atacar
una de 8 celdas de E/S




Celdas de E/S

Individual
Qutput Enable
Product Term

From Output
Switch Matrix n -
Individual
Qutput Enable
Product Term
T0 " From Qutput
Input Switch Matrix 3
Switch
Matrix
TO..‘
Block CLKO Input
Block CLK1 Switch
Block CLK2 Matrix
Block CLK3
Fower-up reset
17466G-017 17466G-018
Figure 10. I/O Cell for ispM ACH 4A Deviceswith 2:1 Figure 11. /O Cell for ispM ACH 4A Devices with 1:1
Macrocell-I/O Cell Ratio Macrocell-I/O Cell Ratio

— Habilitacion de salida programable (desde el array)

— Lazo de realimentacion -> permite realimentaciones y hacer productos con mas
de 20 términos

— Latch para senales de entrada (no disponible en ispMACH4AS5-32/32)



Matriz de conmutacion de entrad

From Input Cell

Qo
N

Direct

From I/O Pin

i

From Macrocell 1
From Macrocell 2
From Macrocell

Registered/Latched

A

To Central Switch Matrix
To Central Switch Matrix

—
=il

— Optimiza el enrutado a la matriz de conmutacion central

- Sin matriz de conmutacion de entradas, para cada entrada o linea de
realimentacion solo tiene un camino para entrar en la matriz central. La matriz de
conmutacion de entradas le proporciona varios caminos posibles

Generador de reloj

GCLKO

L Block CLKO

o "‘ iz (RO eraeteD — Genera cuatro senales de reloj a partir de

I ek o) combinaciones logicas de los flancos de
aoLke . Block OLK2___ subida y bajada de los relojes de entrada
[ ™ (GCLK2 or GCLK3)

GCLK3 ’_C il _ . .

., 4 relojes de entrada (2 para 1spMACH4AS-
i 32/32)

Figure 14. PAL Block Clock Generator 1



Top View

A2
A1
A0

MA4A(3,5)-32/32

A8
A9
A10
Al1

44-Pin PLCC
m < W) O M~ M~ 0 1 =t
L L L L <L M O m
|| ||
m < W) O M~ M~ O 1 =
M4A(3,5)-64/32 < < < < < 0 2 2 g MA4A(3,5)-64/32
+ o N o0 ;e N N
00000&20000
i B o | o |
6 5 4 3 2 1 44 43 42 41 40 Y
a2 o5 [z g 39[] 1027 D3
a1 1oe []s as[] 1oz D2
a0 107 [o 37[] 1025 DA
o1 [J10 & 7 36[] 1024 Do
cLkono [ a5[] TDO
GND []12 10 Cell 34[] anD
TCK []13 33[] CLK1/I1
Bo los [|14 PAL Block 32[] T™s
B o9 15 31[] 1023 Co
B2 11010 [J1e 30[] voz ct
B3 1011 [17 29|] o021 c2

\__ 18 19 20 21 22 23 24 2526 27 28 )

MA4A(3,5)-64/32

B4 11012
B5 11013
B6 11014

—B7 1/O15
VCC
GND
/016
/O17

—C7
C6

M4A(3,5)-64/32

Al12
A13

Al4

A15
B15
B14

B3
B2
B1
B0

M4A(3,5)-32/32

B8
B9
B10

1TARAM-N2E



Xilinx XC9500

e (aracteristicas

— Distintas tensiones de alimentacion:

¢ 5V (XC9500)
¢ 3,3V (XC9500XL)
¢ 2,5V (XC9500XV)

— Retardos 5 ns. Frecuencia de trabajo hasta 125Mhz.

— 36 a 288 macroceldas. 800 a 6400 puertas disponibles.
— Corrientes de salida de hasta 24 mA.

— Posibilidad de mezclar sistemas de 3,3V y 5V.

— Programable “en sistema”



e X(C9536

— 36 macroceldas
— 44pines en encapsulado PLCC (zocalo) VQFP (SMD) o CSP

— 34 pines de E/S
— Alimentacion a 5V. Salidas para 5V o0 3,3V
256 1/0 Quad Flat Pack
256 1/0
Ball Grid Array
(BGA)

‘ e 4 | _ 5 1/0
00®®O - e
leocooo =l e
90000 | |
Q0000
Q0000

encapsulado CSP

comparacion QFP BGA y CSP



JTAG Port {

e
/O
/O

e

e
e
e
e
l/1O/GCK
I/1O/GSR

I/O/GTS

Estructura

i

JTAG
Controller

I

In-System Programming Controller

%

= N W

N
\\ N

/O
Blocks

Fast CONNECT [l Switch Matrix

36,

i

18

R

7

Function
Block 1

Macrocells

36,
V4

1to 18

' {1

18

R

Function
Block 2

Macrocells

1to18

A A

DS064 02 110101



Bloque de funcion

Macrocell 1
Programmable | Product
AND-Array Term
Allocators 18, ToFast CONNECT Il
From 36 Switch Matrix
Fast CONNECT |l s '8
Switch Matrix = OUT
To I/O Blocks
1 » PTOE
Macrocell 18
Global  Global

Set/Reset Clocks

Incluye 18 macroceldas
Recibe 36 entradas de la matriz de conexion

Proporciona 16 salidas a la matriz y 16 controles OE para ellas
El array AND permite hasta 90 productos

Cualquier cantidad de productos (hasta los 90) asociados a una salida.



Global Gilobal

IR T Macrocelda

Additional

Product
Terms
{from other

00

macrocells)

Product Term Set

To
) p— Fast CONNECTII
DT Q Switch Matrix
Product

Term > R
Allocator 1
Product Term Clock

Product Term Reset

ouT

YYYYY

N | oy
. To
Product Term OE ll: PTOE { VOBlocks

Additional

Product
Terms
(from other

U U

macrocells)

— Configurable como combinacional/registrada.
- Registros D o T, con entradas asincronas reset/preset
— 5 productos directos desde el array y otros desde otras celdas

— Varias fuentes de reloj seleccionables



fuentes de reloj

Macrocell
™\ Product Term Set
|/
) S
—\ Product Term Clock o
L/
>
R
_\\ Product Term Reset
) R
VO/GSR Global Set/Reset
Lg
1/O/GCKA )
> =S
LO Global Clock 1
Lg L~
N
VO/GCK?2 Ld Y Global Clock 2
- D Lg
Lg |~
™
Global Clock 3
VO/GOKS Lg




Distribuidor de productos

Allocator
[
|/
From Upper To Upper
Macrocell Macrocell
—\\ A
— Product Term

Y Allocator
D > D—
|/ __(—/

Product Term Product Term Set
Allocator
Global Set/Reset
—\ 1
), - 0
— Macrocell Logic [ ]

) With 15 _D_ > =
—\ Product Terms | DT Q
|/ _

N\ D Global Clocks -] ™ f> q
_J Product Term Clock
|~
Product Term Product Term Reset N
Allocator | ) ]
—\ |
H _ Global Set/Reset |~
D Product Term OE ll:
_\ _—
|/
Ny A\ Y
From Lower To Lower
—J Macrocell Macrocell

D2063_06_11051 DS083_08_110501



Matriz de conmutacion rapida

Fast CONNEGT _
Switch Matrix Function Block
I Ns—
| |
|
| : . k 1/O Block
| | (36) » @
| | O
i | [s— DTQ
| | e
1 T I )2
| |
| |
| |
| |
| | Function Block
| |
| |
i s
| |
i E /O Block

| | 36 .
| | (36) » 18
| l > — DT Q
| | e
| | E

- NN |

Wired-AND & A 4
Capability

— Todas las salidas de los bloques de funcion y todos los pines de entrada van a la
matriz

— La matriz hace una AND cableada de multiples lineas y ataca a los bloques de
funcion.



Bloques de E/S

To other
Macrocells
AAAA
/O Block
Veeio
To Fast CONNECT - <II
Switch MatriX -.—
Macrocell Pull-up
Resistor*
1/O
ouT
— 1O ™ -
{Inversion in
AND-array) 1 User-
[ Product Term OEp  PTOE — Programmable
L/ L~ Ground
— J=_
o
Slew Rate
Control
VO/GT S
> N
|'_g Global OE 1
L~
™
1/Q/IGTS2 d |[Global OE2
> '
Lo~
Y N
Available in
O/GTS3 q [Clobal OES3 XC95216
> 9 and XC95285
Lo~
=
1/Q/GTS4
E:E—D Lo |GlobalOE4

DS063_10_002203

Buffer de entrada compatible
con TTL, CMOS de 5V y
3,3V

OE generado desde un
producto o desde senales
especificas

Control de polaridad
programable

Resistencia de pull-up
programable (10K)

Capacidad de entregar hasta
24 mA



FPGASs

* Mucha mayor complejidad y flexibilidad
* Estructura

configqurable logic blochk . [F i

I |r i
)
|y
I
FPGA

— Bloques logicos configurables (CLB) -> cada uno realiza una funcion logica

— Array de conexiones programables mediante switches distribuidos por todo
el FPGA -> con las conexiones se realizan funciones complejas.



AT40Kxx

e (Caracteristicas

Compatible XC4000 de Xilinx

8 relojes externos con distribucion “low skew”
Reconfiguracion total/parcial en el sistema
Versiones 5V y 3,3V

128-384 E/S compatibles PCI

Entre 2K y 18Bbits SRAM de 10ns

5.000 a 50.000 puertas logicas

256 a 2304 registros

84-352 pines



Diagrama de bloques
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Flgure 4. Cell Connections

CELL
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Plane 4
Plane 3
Plane 2
Plane 1
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Direct Connect
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Orthogonal
Qirect Connect

ia) Cellto-cell Connections
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ir H
Vertical
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ib) Cell-to-bus Connections



Figure 5. The Cell
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Figure 8. HAM Loqgic
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